
太陽電池モジュール端部の断面
モデルにおいて、受光面側仮想電
極(0 V)に対してフィンガー電極お
よび裏面電極へ-100 Vを印加する
際の電界を解析した。

PID加速試験(1)

PID (Potential Induced Degradation) は、太陽電池モジュールのフレームとセルの
間に高電圧が印加されることによって発電出力が低下する劣化現象である。これま
でに、セル表面の SiNx層の上に透明導電膜(TCO)を形成することで、PIDが抑止さ
れる実験結果が得られた[1]。また、SiNx直下にSiO2を積層したARCの場合にPIDが
遅延する実験結果が得られた[2]。本研究では、セル表面のTCOやSiO2層の有無に
よる電界分布の変化を明確化するため、PID試験を模擬した解析を行った。
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PID加速試験(2)研究の目的
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SiNx層の上に
TCO層を形成した
場合には、PIDが
抑止される

【試験結果】

【太陽電池の断面図】
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【SiNx単層ARC】

電界解析結果(1)

【SiNx/SiO2積層ARC】

電界解析結果(2)
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【PID加速試験条件】
印加電圧: -2000 V
温湿度: 85℃・2%rh以下

【TCOなし】 【TCOあり】

SiNx単層ARCと比べてSiNx/SiO2積層ARCではPIDが遅延する

【試験結果】

【SiNx単層ARC】 【SiNx/SiO2積層ARC】
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・ SiNx層直上のTCO膜、 SiNx層直下のSiO2層は、いずれ
もSiNx層に掛かる電界を弱める効果がある。

・ これら実験および解析結果は、SiNx層に掛かる電界を弱
めることがPID抑止に繋がることを示唆する。

結論

・試験(1)(2)いずれの場合も、PIDが抑止されたのはSiNx層
に電界が掛からない(弱まった)場合であった。

・バリア性の高いSiNx層に強電界が掛かると、Naなどの陽
イオンがSiNx層を通過してセルに到達してPIDが起こる。

・SiNx/SiO2積層ARCにおいて、SiO2層に強電界が掛かるに
も関わらずPIDが抑止される理由を次のように考える。
①SiNx層に掛かる電界がSiO2層によって弱まり、 SiNx層
のバリア性が保たれる。

②バリア性の低いSiO2層に強電界が印加されてもNaの
移動に大きく影響しない。

考察

抵抗率の高いSiO2層に電界が集中してSiNx層の電界が弱まる


